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OEM:Valvo Transistor AF306 Datasheet

VORLAUFIGE DATEN AF 306

GERMANIUM - PNF - FPLANAR - HF - TRANSISTOR

flir Vor-, Misch- und Oszillatorstufen
im UKW- und VHF-Bereich

Michamische Datén:

GehMuse: Kunstateff, SO0T-54
MaBangaben in mm.
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Kurzdaten:
Kollektor-Sperrspannung -III'::_B g = max. 25 v
Eollektor-Emitter-Sperrspannung -EE' g = max. 18 ¥
Kellektorstrom -IE " BAX. 15 miA
Gesamtverlustleistung bei 'I.f S s0”c Ptnt = BAX. 60 =W
Sperrachichttemperatur lJ = BAX. o “c
Transit=Frequensz
bei 'UEB = 12 V, IE = 1 mA 'T - 2B0  MHz
Leistungeverstlrkung 3
bei ‘[rl:ﬂ = 10D ¥V, ll!: m d mh, f = 200 MHz th - 14 4B
Rauschzahl ¢
bei -UCB = 12 V¥, IE = 1 mA, f = 200 MH=z F = 7,86 dB
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AF 306 — e
Absolute Gremzwerte: (glltig bis 8, 'nrj
Kollektor-Sperrspannung bei II = Oz -[I“ 6 = mAX. 25 v
I'll.‘ktﬂr"'hittlr-EPII.'I"I'P-..IJII.“ bei I' = O -Uﬂ o ™ max. 18 Vv
Emitter-Sperrspannung bei I'C = D -Un o = mAX. 0,3 ¥
Kollektorstrom: 'Ir.: = max. 15 mA
Basisstrom: -I. = max. 1,58 mi
Gesamtverlustleistung bei I.U 5 60°Cs !‘“t = max. 60 mW
Sperrechichttemperatur: ‘J = max. 90 “c
Lagerungstemperatur: '! = min. -30 "C

'I's - mAX. 18 "¢
WErmewiderstand:
gwischen Sperrschicht und Umgebung: l“ v ﬁ 0,5 K/aW
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Datasheet

Kennwerte bei ‘J - EEuC

Kollektor-Reststrom

AF 306

<
bei IE =0, <Upp =12 V: “Igo = 2 (= 10) pA
Kollektor-Emitter-Reststrom <
bei IB = 0, -U[:'l = 1B V: -IE] o = 500 pA
Emitter-Reststrom ¢
bei IE = 0, 'UIB = 0,3 V: -I]ﬂ 0o = 100 uh
Basisstrom ¢
bei -ch = 12 WV, IE = 1 mA: -In = 40 (=100) pA
Transit-Frequenz
bei 'UCH = 12V, I! = 1 mA, fH = 100 MHz: ‘T = 280 MH=z
bei -UEB = 12V, IE = 5 mA, fy = 100 MHz : IT = 500  MHs2
Rilckwirkungskapazitit
bei -UE- = 12 ¥, Il = | mA, f = 450 kHz: -GIEQ - 0,9 pF
Lelstungsverstlirkung (in Basisschaltung)
bei -Unn = 10V, I‘ = 3 mA, f = 200 MHz, »
IL = 920 Q, li = B0 O Upb = 14 dB
Rauschzahl
bei -U _ = 12 ?,_I‘ = 1 mA, I = 200 MHz
und R "= 60 0: F = b {5 7,5) dB
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